
3DJ6 型硅 N沟道耗尽型低频场效应晶体管 

3DJ6 测试条件   参

数

符

号 

单

位 D E F G H 符

号 

单位 D～H 

PCM m

W 

100 Tamb ℃ 25 

VDS V 0 V(BR)G

SS 

V ≥30 

IG μA -1 

VGS V VGS（off）+（-1） 

极

限

参

数 

V(BR)D

S 

V ≥20 

IDS μA 1 

VDS V 10 IDSS m

A 

<0.

35 

0.3～

3.5 

1～3.5 3～

6.5 

6

～

10

VGS V 0 

VDS V 10 VGS(of

f) 

V ≤1-41 ≤1-91 

ID μA 10 

VDS V 0 IGSS n

A 

≤100 

VGS V -10 

VDS V 10 

ID mA 3 

gfs W

S 

≥300 ≥500 ≥

1000 

≥

15

00 f KHz 1 

VDS V 10 Ciss ≤4 

ID mA 3 

Crss 

P

F 

≤2 

f KHz 1 

VDS V 10 

ID mA 3 

f KHz 1 

Fn d

B 

≤5 

Rg KΩ 1 

VDS V 10 

主

要

技

术 

限

参

数 

Gp d

B 

≥10 

f KHz 30 

外形 

 

备注 对应型号 GS1 型 D、E、F 档在 VGS=0 条件下测试 
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